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　赤外線集中加熱式の浮遊帯域法単結晶育成

装置（FZ炉）は、主に無機新材料の開発、特に

高温超伝導体や光学材料の単結晶育成に使用

されてきた。単結晶育成研究の初期段階で

は、単結晶育成装置あるいは一般の加熱炉に

より、多結晶材料の組成を変えた多数の試料

による溶融実験を行い、相図を作成すること

で、単結晶化が可能かを判断する。多数の溶

融実験を行う必要上、短時間で目的とする温

度まで到達可能であることが望まれる。ハロ

ゲンランプを使用した従来のFZ炉の最高到達

温度は2000℃程度であり、最高温度まで速く

ても30分の時間を要した。また、他の一般的

な単結晶育成装置についても、大型（重量数百

kg以上）であり、水素などの危険なガス、大が

かりな冷却装置、大電力の電源などが必要で

あり、1000万円以上の高価な装置であった。

　したがって単結晶育成に限らず、容易に

2000℃以上の温度を得ることができる安価、

小型で安全な装置の開発が望まれていた。

　この要望に応えるため、我々は（株）NECマ

シナリーと共同で、卓上型単結晶育成装置を

開発した（写真１）。設計においては、できる

だけ容易に操作できるよう考慮し、また、小

型（巾65cmx奥行62cmx高さ92cm、総重量

80kg）で、小型冷却水循環装置を別途必要と

せず、一般の家庭用100ボルト（1500ワット以

下）電源で2000℃以上の温度を最速5分で得ら

れることとした。この試作機を用いて融点約

2050℃のルビー（絶縁物）の単結晶育成を試み

た（写真２）。この際に、装置を構成する赤外

線集中加熱式単結晶炉のハロゲンランプの光

を集光する反射鏡の温度が上がりすぎるとい

う問題が発生したが、高温の空気を効率よく

排気することと、反射鏡の冷却効率を上げる

ことによって解決した。この後に、融点約

2100℃のストロンチウム･ルテニウム酸化物

（伝導体）の育成も試み、材料の溶融に成功し

た。このようにして、今回開発した装置で

2000℃以上の融点を持つ絶縁体や伝導体を溶

融して、単結晶育成が可能であることを明ら

かにした。基本的な機能は、これまでの大

型、高価な単結晶育成装置と本質的に同じで

ある。

　今回開発した卓上型単結晶成長装置はNEC

マシナリーより商品名iAceとして販売される

予定である。専門的な研究活動だけでなく、

教育現場における理科実験や個人的な趣味に

も使用可能であり、幅広く利用されることを

期待している。
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写真2 　成長させたルビーの結晶

写真1　卓上型単結晶成長装置（iAce）
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